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Sposób naparowywania cienkich warstw związków podwójnych
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu

.Przedmiotem wynalazku jest sposób naparowy¬
wania cienkich warstw związków podwójnych,
szczególnie O' dużej różnicy ciśnień par składników
w temperaturze parowania oraz urządzenie do sto¬
sowania tego sposobu.

Dotychczas stosowane sposoby naparowywania
cienkich warstw związków podwójnych polegały
na podgrzewaniu litego materiału, które było źród¬
łem par związku naparowywanego. Pary te na¬
stępnie kondansowały na podłożu umieszczanym
nad źródłem par. Cały proces odbywał się w
próżni.

Urządzenia realizujące opisane sposoby, zawie¬
rały pod kloszem źródło parowania związku pod¬
wójnego i w pewnej odŁegłości od niego podłoże,
na którym kondemsuje cienka warstwa.

W przypadku naparowywania cienkich warstw
związku podwójnego, którego składniki mają szcze¬
gólnie dużą różnicę ciśnienia par w temperaturze
parowania, w wyniku zachodzącej, dysocjacji związ¬
ku w czasie naparowywania, kondansująca wars¬
twa wykazuje zazwyczaj niedomiar składnika bar¬
dziej lotnego, na skutek jego szybszego odparowa¬
nia. W związku z tym, naniesiona warstwa związ¬
ku podwójnego wykazuje odstępstwo od składu
stechiometrycznego. Jako związki podwójne należy
rozumieć związek dwóch pieirwiastików, przykłado1
wo może to być półprzewodzący związek między¬
metaliczny.
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Celem wynalazku jest opracowanie sposobu na¬
parowywania zwiąjzków podwójnych, aby otrzyma¬
na warstwa nie wykazywała niedomiaru składnika
bardziej lotnego oraz opracowanie urządzenia dc
stosowania sposobu według wynalazku.

Cel ten, według wynalazku, osiągnięto przez na¬
parowywanie cienkach warstw związku podwójne¬
go, którego lity materiał w postaci ziarnistej do¬
starcza się stopniowo do źródła parowania oraz
przez wprowadzenie dodatkowego źródła par bar¬
dziej lotnego składnika związku podwójnego i
równoczesne grzanie podłoża cienkiej warstwy.

Rozmiary części rozdrobnionego litego materiału
związku podwójnego są zależne od rodząju tego
związku i przykładowo dla teliurku rtęci, HgTe,
średnica ziaren powinna być rzędu 1 do 5 mim.

Poprzez spowodowanie parowania rozdrobnione¬
go materiału litego, o dostatecznie dużych roz¬
miarach uzyskuje się zmniejszenie zmian stosunku
składników w strumieniu odparowywanym w cza¬
sie procesu gazowania. Ponadto, dzięki wprowadze¬
niu dodatkowego strumienia par składnika bar¬
dziej lotnego, uzyskuje się uzupełnienie niedomia¬
ru tego składnika w procesie kondensacji warstwy,
a przez grzanie podłoża w czasie kondensacji uzy¬
skuje się gruibokirystaliczność struktury warstwy i
jej lepszą jednorodność.

W urządzeniu do stosowania sposobu według wy¬
nalazku został umieszczony zbiornik na rozdrobnio¬
ny lity materiał związku oraz lejek szklany, po-
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przez który dostarczany jest rozdrobniony materiał
do osłony, w której następuje podgrzewanie roz¬
drobnionego materiału.

Sposób i urządzenie według wynalazku zostanie
objaśnione bliżej przy pomocy rysunku.

Źródłem parowania związku jest taśma 1 z me¬
talu trudnotopliweigo — na przykład molibdenu
lub wolframu. Połączona jest ona z doprowadze¬
niami prądowymi 2 i grzana oporowo. Na taśmie
1 umieszczony jest parowalnik 3 wykonany z tego
samego materiału co taśma 1. Lity materiał w po¬
staci ziaren 4 a żądanej wielkości gromadzony
jeist w zasobniku 5 i dostarczane są w określonych
momentach czasu do źródła parowania z zasobni¬
ka 5 poprzez szklany lejek 6.

Dodatkowe źródło par 7 z materiałem składnika
bardziej lotnego, umieszczone jest w sąsiedztwie
źródła parowania związku i grzane przez promie¬
niowanie cieplne źródła głównego lub za pomocą
grzejnika elektrycznego.

Podłoże 8, na którym kondensuge się naparo¬
wywana wairstwa, umieszczone jest z maską 9 w
specjalnym uchwycie 10, i razem podgrzewane są
do temperatury zapewniającej optymalną krystali¬
zację. Podgrzewanie dokonuje się przy pomocy
grzejnika 11.
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Zastosowana przesłona 12, umieszczona między
źródłem parowania związku i podłożem 8, podwa¬
la na sprecyzowanie momentów rozpoczęcia i za¬
kończenia procesu kondensacji warstwy.

Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób naparowywania cienkich warstw związ¬
ków podwójnych z litego materiału związku pod¬
wójnego, znamienny tym, że lity materiał związku
podwójnego w postaci rozdrobnionerj jako źródło
par dostarcza się stopniowo do parowalnika i pod¬
grzewa wraz z dodatkowym źródłem par bardziej
lotnego związku, przy równoczesnym podgrzewaniu
podłoża kondensowanej, cienkiej naparowywanej
warstwy.

2. Urządzenie do stosowania sposobu według
zastrz. 1, zawierające źródło parowania materiału
związku podwójnego umieszczone w parowalniku,
podłoże, na którym kondensiuje cienka warstwa
związku, oraz maskę, znamienne tym, że zawiera
zasobnik (5) z rozdrobnionym litym materiałem
związku podwójnego, przykładowo z ziarnami (4)
materiału związku, który to zasobnik (5) połączony
jest z parowalnikiem (3) poprzez szklany lejek
(6), oraz dodatkowe źródło par (7) z materiałem
składnika bardziej lotnego ze związku podwójnego.

ZG „Ruch" W-wa, zam. 831-70 nakł. 210 e~z.
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